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@Zulettungsrahmen und darauf angewendetes Herstellungsverfahren fur Halbleitergehause in ChipgroSe 

@ Ein Herstellungsverfahren fur Halbleitergehause in Chip- 

gro&e beinhaitet die Schritte abschiieBendes Ausrichten 

eines Zuleitungsrahmens auf einem Wafer, Ourchfuhren 

eines Draht-Bondens zum elektrischen Verbinden jeder der 

gestuften Zufeitungen mit einem entsprechenden aus einer 

Vielzahl von mittigen Kontaktierungsfeldern auf dem Wafer 

unter Verwendung von metallischem Draht, Ourchfuhren 

eines VergieSverfahrens, um einen Bereich zu formen. der 

die metallischen Drahte und die Zuleitungen etnschlie&t, 

aber die oberste Oberflache jeder der Zuleitungen nach 

auSen freilegt, Plattieren eines leitenden metallischen Mate- 
rials auf den nach auSen f reigelegten Teil jeder der Zuleitun- 
gen, und Sagen des Wafers, um daraus einzelne Halbleiter- 

chips zu formen. Der Zuleitungsrahmen beinhaitet eine 
^ Vielzahl von Zuleitungshaltestaben, von denen jeder mit 
^ einer entsprechenden Chip-Unterteilungslinie auf einem 

Wafer ubereinstimmt, und eine Vielzahl von Zuleitungen, die 
^ von jedem Spalten-Zuleitungshaltestab aus einander gegen- 
U> uberliegen und sich einer vertikalen Mittellinie Jedes der 
M Chips nahern. Das Herstellungsverfahren reduziert die noti- 
^ gen Herstellungsschritte und erieichtert folglich die Massen- 
^ produktron. 
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Beschreibung 



HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

1. Bereich der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Herstellungs- 
verfahren fur Halbleitergehause und besonders einen 
Zuleitungsrahmen und ein darauf angewendetes Her- 
stellungsverfahren fiir Halbleitergehause in Chipgrdfie 
zur Vereinfachung von Herstellungsschritten und urn 
dadurch eine Massenproduktion zu erieichtem. 

Z Beschreibung des Stands der Technik 



Da die GrdBe von Halbleiterbauelementen in den 
letzten Jahren zunehmend mimmiert wird, mussen 
Halbleitergehause in der Grdfie nmmniert und dunner 
gemacht werden, so daB ein LOC-Halbleitergehause (le- 20 
ad on chip bzw. Zuleitung auf dem Chip) entwickelt 
wurde und bei deren Massenproduktion eingesetzt 
wird 

Wie in Fig. 1, die ein herkommliches LOC-Halbleiter- 



(8), (9) abgetrennt Es folgt ein AbschneideprozeB, um 
die nach auBen abstehenden Teile vom geformten Ge- 
hausekorper (7) abzuschneiden und dadurch das Halb- 
leitergehause in ChipgroBe fertigzustellen, das die Zu- 
5 leitungen (3) an der unteren Oberflache des Gehause- 
korpers (7) nach auBen freilegt 

Zur Herstellung des herkommlichen Halbleiterge- 
hauses in ChipgroBe wird der Halbleiterchip (2) vor der 
Durchf iihrung des Die-Bondens einzehi vom Wafer (20) 
10 abgetrennt Der abgetrennte Chip (2) wird auf dem Pad- 
del (1) des Die-Flichenrahmens (8) abschliefiend ausge- 
richtet, um so mit dem Draht-Bonden fortzufahren. 

Die einzelne Befestigung des Chips am Paddel erfor- 
dert jedoch verursacht durch die uberfliissig komplizier- 
ten Herstellungsschritte viel Zeit Die komplizierten 
Schritte konnen auch eine auBere Beschadigung des 
Chips verursachen und dadurch dessen ProduktivitSts- 
verbesserung behindem. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Es ist deshalb ein Zlel der vorliegenden Erfindung, ein 
Herstellungsverfahren fiir Halbleitergehause in Chip- 
groBe bereitzustellen. das geeignet ist, durch Veremfa- 



gehause darstellt, gezeigt, wird auf einem Paddel (1) ein 25 chung der Herstellungsschritte die Produktivitat zu ver 



Halbleiterchip (2) angebracht, auf dem auBer in dessen 
Mitte eine Klebstoff-Abdeckschicht (4) geformt wird, 
fiber der ausgehend von einem Zuleitungsrahmen (9) 
eine Vielzahl von Zuleitungen (3), die jeweils mehrfache 
Biegungen aufweisen, bereitgestellt wird. Auf der Mitte 
der Oberflache des Chips (2) wfa-d eine Vielzahl von 
Chip-Kontaktierungsfeldem (5) geformt, von denen je- 
des fiber einen metallischen Draht (6) elektrisch mit ei- 
ner entsprechenden Zuleitung (3) verbunden ist Eine 
Epoxid-VerguBmasse (7) wird auf dem Chip (2) ein- 
schlieBlich der Zuleitungen (3), der Klebstoffschicht (4), 
der Chip-Kontaktierungsfelder (5) und der metallischen 
Drahte (6) geformt, wobei die obere Oberflache eines an 
den Zuleitungsrahmen (9) angrenzenden Teils jeder Zu- 
leitung (3) nach auBen freigelegt wird 

Mit Bezug auf Fig. 2A bis 2E wird jetzt das Herstel- 
lungsverfahren fur das so aufgebaute herkommliche 
Halbleitergehause in ChipgroBe beschrieben. 

Zunachst wird wie in Fig. 2A gezeigt ein Die-Bond 



30 



35 



40 



bessern. 

Es ist ein weiteres Ziel, einen Zuleitungsrahmen zur 
Herstellung des Halbleitergehauses in ChipgroBe ge- 
maB der vorliegenden Erfmdung bereitzustellen- 

Um die oben beschriebenen Ziele zu erreichen, bein- 
haltet das Herstellungsverfahren fur Halbleitergehause 
in ChipgroBe gemaB der vorliegenden Erfindung fol- 
gende Schritte: abschlieBendes Ausrichten eines Zulei- 
tungsrahmens auf einem Wafer, wobei der Zuleitungs- 
rahmen eine Vielzahl von Zuleitungshaltestaben enthalt, 
die jeweils mit entsprechenden Chip-Unterteilungsli- 
nien auf dem Wafer Obereinstinmien, und wobei von 
jedem dieser Stabe aus eine Vielzahl von gestuften Zu- 
leitungen bis zu einer bestimmten Entfemung verlauft 
und worin der Wafer eine Vielzahl von Chips fiir mittige 
Kontaktierung enthalt, die jeweils unterteilt sind, um 
dadurch voneinander abgetrennt zu werden; Durchf uh- 
ren eines Draht-Bondens zrnn elektrischen Verbinden 
jeder der Zuleitungen mit einem entsprechenden aus 



prozeB zum Anbringen des Halbleiterchips (2) auf dem 45 der Vielzahl von mittigen Kontaktierungsfeldern auf 
von einem Die-Flachenrahmen (8) ausgehenden Paddel dem Wafer durch Verwendung metailischer Drahte; 
(1) durchgefuhrt. Auf dem Die-Flachenrahmen (8) mit Durchfuhren eines VergieBvorgangs zum Formen eines 
dem darauf befindlichen Chip (2) wird der Zuleitungs- die metallischen Drahte und die Zuleitungen einschlie- 
rahmen (9) ausgerichtet, der fur eine mittige Kontaktie- Benden Bereichs, wahrend eine oberste Oberflache je- 
rung geeignet ist und von dem aus die Vielzahl von 50 der der gestuften Zuleitungen nach auBen freigelegt 



Zuleitungen (3) mit jeweils mehrfachen Biegungen darin 
verlauft Dann wird ein SchweiBprozeB durchgefuhrt, 
um den Die-Flachenrahmen (8) mit dem Zuleitungsrah- 
men (9) zu verbinden. 

Wie in Fig. 2B gezeigt wird mit den metallischen 
Drahten (6) ein Draht-BondprozeB durchgefuhrt, um 
jedes der auf der Mitte der Oberflache des Chips (2) 
geformten Chip-Kontaktierungsfelder (5) elektrisch mit 
einer entsprechenden Zuleitung (3) zu verbinden. 
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wird; Plattieren ernes leitenden metaUischen Materials 
auf einen nach auBen freigelegten Teil jeder der Zulei- 
tungen; und Sagen des Wafers, um daraus einzelne 

Halbleiterchips zu formen. 

Der Zuleitungsrahmen eines Gehauses fur einen 
Halbleiterchip enthalt femer eine Vielzahl von Zulei- 
tungshaltestaben, von denen jeder mit einer entspre- 
chenden Chip-Unterteilungslinie auf einem Wafer iiber- 
einstinunt, und eine Vielzahl von Zuleitungen, die einan- 



Dann wird wie in Fig. 2C gezeigt der durch Schwei- eo der gegenOberliegend von jedem Zuleitungsstab aus in 



Ben mit jedem der Rahmen (8), (9) verbundene Chip (2) 
in einem in der Oberflache einer unteren Form (12) 
geformten Hohb-aum (13) ausgerichtet Als nachstes 
wird eine obere Form (11) an der unteren Form (12) 
befestigt und eine VerguBmasse (7) wird in eine Entluf- 65 
tungsoffnung (12a) injiziert 

Wie in Fig. 2D gezeigt werden die Formen (11), (12) 
nach AbschluB des VergieBprozesses von den Rahmen 



Richtung einer vertikalen Mittellinie jedes der Chips 
verlaufen. 

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Fig. 1 ist eine Schnittansicht eines herkommlichen 
Halbleitergehauses in ChipgroBe; 
Fig. 2A ist eine perspektivische Explosionsansicht des 
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Gehauses von Fig. 1 zur Beschreibung von dessen Die- 
Bonden und RahmenschweiBen; 

Fig. 2B ist eine perspektivische Ansicht des zusam- 
mengesetzten Gehauses von Fig. 2 zur Darstellung ei- 
nes Draht-Bondschritts; 

Fig. 2C ist eine perspektivische Ansicht des her- 
kommiichen Prozesses zur Herstellung eines Halblei- 
tergehauses in ChipgrdBe zur Darstellung eines Ver- 
gieflschritts; 

Fig. 2D ist eine perspektivische Ansicht des fertigge- u 
stellten herkonunlichen Halbleitergehauses; 

Fig. 2£ ist eine Ansicht des f ertiggestellten herkomm- 
lichen Halbleitergehauses von unten; 

Fig. 3 ist eine Aufslcht auf einen Halbleiterwafer mit 
einer Vielzahl von mittigen Kontaktierungsfeldem auf is 
jedem von dessen Chipbereichen; 

Fig. 4 ist eine Aufsicht auf einen Zuleitungsrahmen 
gemaB der voriiegenden Erfindung; 

Fig. 5A ist eine Aufsicht auf einen auf einem Halblei- 
terwafer angebrachten Zuleitungsrahmen der vorlie- 20 
genden ErHndung; 

Fig. 5B ist eine Aufsicht, die einen Draht-BondprozeB 
gemiB der voriiegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 50 ist eine Schnittansicht entlang der Linie A-A 
inFig.5B; 25 

Fig. 5D ist eine Schnittansicht eines Chipgehauses ge- 
maB der voriiegenden Erfindung zur Darstellung eines 
VergieBprozesses; und 

Fig. 5E ist eine Schnittansicht eines Chipgehauses ge- 
maB der voriiegenden Ertindung zur Darstellung eines 30 
Piattierprozesses. 

AUSFOHRLICHE BESCHREIBUNG DER 
ERFINDUNG 

35 

Mit Bezug auf die beigefflgten Zeichnungen wird 
jetzt das Hersteliungsverfahren fur Halbieitergehause 
in ChipgroBe gemaB der voriiegenden Erfindung be- 
schneben. 

Wie in Fig. 3 gezeigt ist ein Wafer (20) in ein Gitter 40 
aus einer Vielzahl von Dies oder Chips (21) unterteilt, 
von denen jeder spater davon abgetrennt werden kann. 
Auf der Mitte jedes der Chips (21) ist eine ^^elzahI von 
mittigen Kontaktierungsfeldem (21a) m einer Linie ge- 
formt 45 

Mit Bezug auf Fig. 4 verlauft eine Vielzahl von Zulei- 
tungshaltestaben (31) zum Halten mehrerer Zuleitun- 
gen (32) entlang den Zeilen- und Spaltenlinien eines 
Zuleitungsrahmens (30). Die Zuleitungshaltestabe (31) 
sind jeweils so eingerichtet, daB sie mit entsprechenden 50 
Chip-Unterteilungslinien des Wafers (20) in Fig. 3 fiber- 
einstimmen. 

Innerhalb jedes der von den Zuleitungshaltestaben 
(31) umgebenen Gitter verlaufen die Zuleitungen (32) 
jeweils von jedem Spalten-Zuleitungshaltestab (31) bis 55 
zu einer bestimmten Entfemung in Richtung der verti- 
kalen Mittellinie jedes der Gitter, imi dadurch das Ver- 
packen eines Haibleiterchips mit mittigen Kontaktie- 
rungsfeldem zu erleichtern. Jede Zuleitung (32) weist 
auch mehr als eine Biegung oder Stufe auf und es ist eo 
wunschenswert, daB die Breite jedes Zuleitimgshalte- 
stabs (31) kleiner als die Dicke des Wafers (21) ist 

Nun wird das Hersteliungsverfahren fur Halbieiter- 
gehause in ChipgroBe gemaB der voriiegenden Erfin- 
dung beschrieben. g5 

Zunachst wird wie in Fig. 5A gezeigt der Zuleitungs- 
rahmen (30) von Fig. 4 auf dem Wafer (20) von Fig. 3 
angebracht, urn die Zuleitungshaltestabe (31) so auszu- 
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richten, daB sie jeweils mit den entsprechenden Chip- 
Unterteilungslinien in Fig. 3 ubereinstinunen und dann 
werden der Rahmen (30) und der Wafer (20) durch eine 
Klebstoff-Abdeckschicht (40) abschlieBend aneinander 

; befestigt, wodurch die Vielzahl von uber jeden der 
Chips (21) verlaufenden Zuleitungen (32) auf jeder Seite 
der mittigen Kontaktierungsfelder (21a), die auf der 
Mitte jedes Chips (21) aufgereiht sind, ausgerichtet wird 
Dann wird wie in Fig. 5B und 5C gezeigt ein Draht- 

I BondprozeB unter Verwendung metallischer Drahte 
(50) durchgefuhrt, um jede Zuleitung (32) elektrisch mit 
einem entsprechenden mittigen Kontaktierungsfeld 
(21a) zu verbinden. 

Danach wird wie in Fig. 5D gezeigt ein FormprozeB 
unter Verwendung einer Epoxid-VerguBmasse (60) 
durchgefuhrt, um jedes Halbieitergehause einschlieBlich 
der metallischen Drahte (50), der mittigen Kontaktie- 
rungsfelder (21a) und der Zuleitxmgen (32) abzudichten, 
jedoch die oberste Oberflache jeder der Zuleitimgen 
(32X die Stufen oder Biegungen aufweisen* nach auBen 
freizulegen. 

Wie in Fig. 5E gezeigt, wird auf jeder der nach auBen 
freigelegten Zuleitungen (32) ein PlattierprozeB unter 
Verwendung eines leitenden metallischen Materials (70) 
durchgefuhrt, bei dem es wunschenswert ist, daB das 
leitende metallische Material (70) ein Lot ist, um darauf 
eine Elektroplattierung anzuwenden. 

SchlieBlich wird endang jedem Zuleittmgshaltestab 
(31) des Zuleitungsrahmens (30) ein SageprozeB durch- 
gefuhrt, um so einzelne Haibleiterchips zu formen und 
dadurch die Halbieitergehause in ChipgroBe gemSB der 
voriiegenden Erfindung fertigzustellen. Da die Breite 
jedes Zuleitungshaltestabs (31) kleiner als die Dicke des 
zerschnittenen Wafers (20) geformt ist, wird zu diesem 
Zeitpunkt jeder Zuleitungshaltestab wahrend des Sage- 
prozesses voUstandig entfernt 

Wie oben beschrieben wird beim Hersteliungsverfah- 
ren fur Halbieitergehause in ChipgroBe gemaB der vor- 
iiegenden Erfindung der Zuleitungsrahmen abschlie- 
Bend am Wafer angebracht, begleitet von den Schritten 
Draht-Bonden und VergieBen sowie schlieBlich Tren- 
nen der einzelnen Chips voneinander, wodurch die nod- 
gen Herstellungsschritte reduziert werden und folglich 
die Massenproduktion erleichtert wird. 

PatentansprOche 

1. Hersteliungsverfahren fiir Halbieitergehause in 
ChipgroBe mit den Schritten: 
abschlieBendes Ausrichten eines Zuleitungsrah- 
mens (30) auf einem Wafer (20), wobei der Zulei- 
tungsrahmen (30) eine Vieizsihl von Zuleitungshal- 
testaben (31) beinhaltet, die jeweils mit einer ent- 
sprechenden Chip-Unterteilungslinie auf dem Wa- 
fer (20) Qbereinstimmen, und wobei von jedem die- 
ser Stabe (31) aus eine Vielzahl von gestuften und 
gebogenen Zuleitungen (32) bis zu einer bestimm- 
ten Entfemung verlauft und wobei der Wafer (20) 
eine Vielzahl von Chips (21) fur mittige Kontaktie- 
rung (21a) enthalt, die darin jeweils unterteilt sind, 
um dadurch voneinander abgetrennt zu werden; 
Durchfuhren eines Draht-Bondens zum elektri- 
schen Verbinden jeder der Zuleitungen (32) mit ei- 
nem entsprechenden aus der Vielzahl von mittigen 
Kontaktierungsfeldem (21a) auf dem Wafer (20) 
durch Verwendung von metallischem Draht (50); 
Durchfuhren eines VergieBens, um einen Bereich 
(60), der die metallischen Leiter (50) und die Zulei- 
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tungen (32) enthalt, zu formen, aber eine oberste 
Oberflache jeder der Zuleitungen (32) nach aufien 
freizulegen; 

Plattieren eines leitenden metallischen Materials 
(70) aiif dem nach auBen freigelegten Teil jeder der 5 
Zuleitungen (32); und 

Sagen des Wafers (20), um daraus einzelne Halblei- 
terchips zu formen. 

2. Verfahren nach Anspnich 1, bei dem fiir den 
Plattierschritt ein Elektroplattierverfahren einge- 10 
setzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Kleb- 
stoff-Abdeckschicht (40) aufgebracht wird, um den 
Zuleitungsrahmen (30) mit dem Wafer (20) zu ver- 
binden. 15 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem fur den 
Formschritt eine Epoxid-VerguBmasse verwendet 
wird 

5. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das leitende 
metallische Material (70) ein Lot ist 20 

6. Zuleitungsrahmen (30) fur ein Halbleiterchipge- 
hause, der umfaBt: 

eine Vielzahl von ZuleitungshaltestSben (31), von 
denen jeder mit einer entsprechenden Chip-Unter- 
teilungslinie auf einem Wafer (20) ubereinstimmt; 25 
und 

erne Vielzahl von Zuleitimgen (32), die von Spalten- 
Zuleitungshaitestaben (31) aus verlaufen und sich 
einer vertikalen Mittellinie zwischen diesen nahera 

7. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem die 30 
Vielzahl von Zuleitungshaltestaben (31) ein recht- 
winkliges Gitter bildet. 

8. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem jede 
der Zuleitungen (32) mehr als eine darin geformte 
Stufe aufweist 35 

9. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem jede 
der Zuleitungen (32) mehr als eine darin geformte 
Biegung aufweist. 

10. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem 
eine Breite jedes der Zuleitungshaltestabe (31) kiei- 40 
ner als eine Dicke des Wafers (20) ist 
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